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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成20年8月14日(2008.8.14)

【公表番号】特表2008-505834(P2008-505834A)
【公表日】平成20年2月28日(2008.2.28)
【年通号数】公開・登録公報2008-008
【出願番号】特願2007-520461(P2007-520461)
【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  29/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/323    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  25/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ  29/38    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｓ   5/323   ６１０　
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　
   Ｃ３０Ｂ  25/02    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月25日(2008.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
らせん転位密度がＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡って約１０８／ｃｍ２未満のＩＩＩ族
窒化物材料領域を備える半導体構造。
【請求項２】
ＩＩＩ族窒化物材料領域は、ＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡ってほぼ一定のらせん転位
密度を有する、請求項１記載の構造。
【請求項３】
ＩＩＩ族窒化物材料領域は窒化ガリウム材料領域である、請求項１記載の構造。
【請求項４】
窒化ガリウム材料領域は或るＩＩＩ族窒化物材料領域の上に形成される、請求項３記載の
構造。
【請求項５】
更に基板を備え、ＩＩＩ族窒化物材料領域は基板の上に形成される、請求項１記載の構造
。
【請求項６】
前記基板はほぼ平面状である、請求項５記載の構造。
【請求項７】
ＩＩＩ族窒化物材料領域は下地領域を横切って連続的に延びる、請求項１記載の構造。
【請求項８】
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らせん転位密度がＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡って約１０６／ｃｍ２未満である、請
求項１記載の構造。
【請求項９】
らせん転位密度がＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡って約１０４／ｃｍ２未満である、請
求項１記載の構造。
【請求項１０】
らせん転位密度がＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡ってほぼゼロである、請求項１記載の
構造。
【請求項１１】
ＩＩＩ族窒化物材料領域の刃状転位密度が約１０８／ｃｍ２よりも高い、請求項１記載の
構造。
【請求項１２】
更に歪吸収層を備え、ＩＩＩ族窒化物材料領域が歪吸収層の上に形成される、請求項１記
載の構造。
【請求項１３】
前記歪吸収層はアモルファス窒化シリコン系材料層を含む、請求項１２記載の構造。
【請求項１４】
アモルファス窒化シリコン系材料層は１００オングストローム未満の膜厚を有する、請求
項１３記載の構造。
【請求項１５】
ＩＩＩ族窒化物材料領域を備え、ＩＩＩ族窒化物材料領域は少なくとも約１００ミクロン
×１００ミクロンの寸法、及び約１０４／ｃｍ２未満のらせん転位密度を有する領域を含
む、半導体構造。
【請求項１６】
ＩＩＩ族窒化物材料領域は、ＩＩＩ族窒化物材料領域全体に渡って
ほぼ一定のらせん転位密度を有する、請求項１５記載の構造。
【請求項１７】
更に第２のＩＩＩ族窒化物材料領域を備え、第２のＩＩＩ族窒化物材料領域は、少なくと
も約１００ミクロン×１００ミクロンの寸法、及び約１０４／ｃｍ２未満のらせん転位密
度を有する領域を含む、請求項１５記載の構造。
【請求項１８】
上側表面を有する半導体領域と、
上側表面の上に形成され、かつ半導体領域とは異なる組成を有するＩＩＩ族窒化物材料領
域と、を備え、上側表面の１００ナノメートル以内のＩＩＩ族窒化物材料領域の断面領域
は、約１０８／ｃｍ２未満のらせん転位密度を有する、半導体構造。
【請求項１９】
断面領域は少なくとも約１００ミクロン×１００ミクロンの寸法を有する、請求項１８記
載の構造。
【請求項２０】
上側表面の１００ナノメートル以内のＩＩＩ族窒化物材料領域の断面領域は、約１０６／
ｃｍ２未満のらせん転位密度を有する、請求項１８記載の構造。
【請求項２１】
ＩＩＩ族窒化物材料領域を備え、ＩＩＩ族窒化物材料領域は約１０８／ｃｍ２未満のらせ
ん転位密度、及び約１０８／ｃｍ２超の刃状転位密度を有する、半導体構造。
【請求項２２】
ＩＩＩ族窒化物材料領域を備え、ＩＩＩ族窒化物材料領域は刃状転位密度及びらせん転位
密度を有し、刃状転位密度はらせん転位密度の少なくとも１００倍の大きさである、半導
体構造。
【請求項２３】
基板と、
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１００オングストローム未満の膜厚を有し、かつ基板の上側表面のほぼ全体を覆う窒化シ
リコン系材料層と、
窒化シリコン系材料層の上に形成され、かつ約１０８／ｃｍ２未満のらせん転位密度を有
するＩＩＩ族窒化物材料領域と、を備える半導体構造。
【請求項２４】
半導体構造を形成する方法であって、
基板を設け、
窒化ガリウム材料領域を基板の上に、約１０８／ｃｍ２未満のらせん転位密度をＩＩＩ族
窒化物材料領域全体に渡って有するように形成する、方法。
【請求項２５】
ＩＩＩ族窒化物材料領域を形成する工程では、ＩＩＩ族窒化物材料領域を垂直に成長させ
る、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
更に、歪吸収層を基板の上に形成し、そしてＩＩＩ族窒化物材料領域を歪吸収層の上に形
成する、請求項２４記載の方法。
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